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Zum Schalten von Spannungen mitteJs Tran- 
sistoren, welche grofler sind als die zugelassenen 
Sperrspannungen der einzelnen Transistoren, sind 
TransistorschaJter bekannt, bed wdchen die aus zwri 
Teilspannungsqudlen bestehende Betriebsspannungs- 
quelle mit zwei Transistoren in Reihe geschaltet ist 
und zwischen den beiden Transistoren der Verbrau- 
cher liegt Es sind fenier Anordnungen bekannt, bet 

enen zwar mehiere Traosistoxen in Reihe liegen, 
parallel dazu aber audi eine Reihenscbaltung ver- 
schiedener Widerstande besteht, welche als Span- 
nungsteiler ftlr die Basisspannungen einzelner Tran- 
sistoren dient Eine solche Anozdnung setzt vorans, 
daB der Stromverstarkungsf aktor eines Transistors 
bekannt ist, damit die Widerstande des Spannungs- 
teflers richtig beraessen werden konnen. 

Die Erfindung betriSt eine Verbesserung der be- 
kannten Transistorscbalter dieser Art nut dem Ziel, 
eine Unterteilung der Betriebsspaxmungsquelle in 
mehiere Teilspannungsqueileo zu venneiden und das 
Schalten hoherer Spannungen ' zu enndglicben, ohne 
von den Betriebseigenschaften der einzelnen Tran- 
sistoren abhSngig zu sein. Dies erreicht die Erfindung 
dadurch, daB bei einem Transistorscbalter mit meh- 
reren in Reihe liegenden Transistoren zum Schalten 
von Spannungen grofier als die zugeiassene Sperr- 
spannung der einzelnen Tran sistoren die Basispoten- 
tiale der Transistoren, dexen Emitter jeweils aus- 
schlieBlich nit dem Kollektor des vorhergehenden 

'ransistors veibunden ist, mittels unmittelbar an 
einen Pol der Spannungsquelle angeschalteter Zener- 
dioden nach einer Richtnng begrenzt sind, so daB die 
zu schaltende Spannung auf die einzelnen Tran- 
sistoren derart verteilt ist, daB ketn Transistor eine 
hohere als die zulassige Spannung erhalt Die Erfin- 
dung venneidet die Nachteile der bekannten Schal- 
tungen; sie ermoglicht es, mehr als zwei Transistoren 
in dieser Weise in Reihe zu schalten und daher Ver- 
brauchsspannungen zu schalten, die ein entsprechea- 
des VieUaches der zulassigen Sperrspannung der 
einzelnen Transistoren bildet Alle Transistoren 
kSnnen in derselben Grundschaltungsart eingesetzt 
sein. Durch die Anwendung von Zenerdioden wird 
die Begrenzung der Basispotentiale der einzelnen 
Transistoren auf die zulassige Spannung sicher- 
gestellt. 

Einige Ausft&nmgsbdspide der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt. Es zeigt 

Fig, 1 eine Schaltungsanordnung mit mehreren in 
Reihe liegenden Zenerdioden, 

Fig, 2 eine Schaltungsanordnung mit fiir vendue- 
dene Spannuogen bemessene Zenerdioden, 
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Fig. 3 eine Schaltungsanordnung zum gleichzeiti- 
so gen Steuem aller Transistoren, 

Fig. 4 eine weitere Schaltungsanordnung zum 
gleichzeitigen Steuem aHer Transistoren. 

Bei der in Fig. 1 daigesteflten Anordnung sind 
die Emitter-Ko&ektor-Stzeeken der Transistoren TO, 
45 Tl usw. bis Tn mit dem VexbraucherAv in Reihe 
geschaltet Diese Reihensdialtung liegt an der Be- 
triebsspannung U, welche wesentlich hdber ist als die 
zulassige Sperrspannung der einzelnen Transistoren. 
Die Basis-Elektrode des Transistors TO ist in be- 
30 kannter Weise Uber einen Widerstand RBA 0 mit 
dem negativen Pol der Spannungsquelle veibunden. 
Die Basiselektrode des Transistors Tl ist an einen 
Spannungsteiler angeschlossen, der aus dem Wider- 
stand RBI und der Zenerdiode Zl gebOdet wird. 
35 Die Basisdektrode des Transistors Tn ist an einen 
Spannungsteiler angeschlossen, der aus der Reihen- 
sdialtung der Zenerdiode Zl und Zn und dem Wider- 
stand RBn gebildet wird. Uber die Zenerdioden Zl 
bzw. die Reihenschaltung der Zenerdioden Zl und 
40 Zn wird das Basispotential des Transistors 71 und 
das Basispotential des Transistors Tn nach oben hin 
begrenzt, so daB kdner der Transistoren eine hohere 
als die zulassige Spannung erhalt 
Zur Einschaltung des Verbrauchecs Ry wird der 
45 ScbalterS geschlossen und damit in bekannter Weise 
der Transistor JO geschaltet Dadurch wird die Kol- 
lektor-Emitter-Strecke des Transistors TO leitflbig, 
und die Emitter-Elektrode des Transistors Tl posi- 
tiver als die Basiselektrode, so daB auch der Tran- 
so sistor Tl leitfihig wird. Die ZUndung setzt sich fort, 
bis alle Transistoren, zuletzt der Transistor Tn 
schaltet 
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Die in Fig. 2 daigestellte Schaltungsanonkiung 
gjeicht in ihiem Aufbau der Anordnung nach Fig. 1 
mit Untexschied, dafi der Spannungsteilex fUr 
die Festlegung des Basispotentiales des Transistors 
Tn unmittelbar aus einem Widerstand RBn und einer 5 
Zenerdiode Zn gebildet wiri Eine Hintereinander- 
schaltnng mehrerer Zenenfioden ist somit bei den 
Spaxmuagstdlem der Transistoren mit hoberer Old- 
nungsnunmer als 1 vennieden. Dafiir sind die Zener- 
diod^q der einzeinen Spannungstetter dieser Tran- to 
sistoren fiir die jeweOige Basisspannung der ein- 
zeinen Transistoraa ausgelegL 

Bei der in Fig. 3 dargesteBten Schataingsanord- 
aung erhSlt die Basisdektrode des Transistors 71 ihr 
Potential fiber eine Zenerdiode Zl, und die Basis- 15 
elektrode aller weiteieu Transistoren, z.B. des Tran- 
sistors Tn, ihr Potential dutch eine eigene Zener- 
diode, z. B. die Diode Zh, Die mit don VerbiBUcher 
Rv in Reihe liegenden Koflektor-Emittex-Strecken 
aller Transistoren Tn, Tl . . ♦ TO werden gjdehzeitig to 
durchlassig geschaltet verxnittels eines Schalters S, 
welcher die einzeinen Basis-EIektroden mit demnega- 
tiven Pol der Spannungsquefle V verbindet Dutch 
DiodenDO, D1...D/Z sind die einzeinen Basis- 
Hektrodea gegeneinander colkoppelt Vorschaltwider- a$ 
stand© JUJO, £2*1 . . .RBn begrnnTen den zur Basis- 
Elektrode fl^eBenden Strom. 

Die in Fig. 4 dargesteflte Schaltungsanoidnung ent- 
spricht in ihxem Aufbau der in Fig. 3 daigesteOten 
^iqiynnggflnrvrrfniii^ nur wild das Potential der 30 
Basis-Elektrode der einzeinen Transistoren nicht 
durch eine eigene Zenerdiode begrenzt, sondem ge- 
gebenenfalls durch eine Rdhenschaltnng mehrere? 
Zeneidioden. Zur Begrenzung des Basispotentials des 
Transistors Tn dient die Zenerdiode Zn. Zur Begren- 3s 
zung des Basispotentials des Transistors Tl dient die 
Reibenschaltung der Zenerdiode Zn und ZX Sind 
mehrere Transistoren zwischen dm Transistor Tl 
und den Transistor Tn vorgesebeu, dann liegen in der 

eine entsprechende Anzahl von 40 



Zenerdiodeu. Die Schaltung aller Transistoren eifolgt 
wieder durch BetStigung des gemeinsamen Schalters S. 

PaTENTANSPROCHE: 

1. Transistonchalter mit mehreren in Reihe lie- 
genden Transistoren zum Schalten von Spannun- 
gen grciBer als die zugelassene Spenspannung 
der einzrineo Transistoren, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Basispotentiale der Transistoren, 
deren Emitter jeweQs ausschlie&lich mit dem Kol- 
lektor des voihergehenden Transistors verbunden 
ist; mittels unmittelbar an einen Pol der Span- 
nungsquefle angeschalteter Zeneidioden nach 
einer Richtung begrenzt so daB die zu scbal- 
tende Spannung auf die einzeinen Transistoren 
derart verteilt ist, daB kein Transistor eine hdhere 
als die zulassigp Spannung erhHt. 

2. Transistonchalter nach Anspruch 1, dadurch 
gakennzeichnet, daB zur Begrenzung der Basis- 
potentiale einzelner Transistoren mehrere Zener- 
dioden in Reihe geschaltet sind. 

3. Transistonchalter nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeiebnet, daB zu seiner Steuerung in dem 
Basiskreis des ersten Transistors (TO in Fig. 1 
und 2) ein die Basisspannung schal tender Scbal- 
ter (S in Fig. 1 und 2) vorgesahen ist. 

4. Transistonchalter nach Anspruch lj dadurch 
gekennzeichnet, daB zn seiner Steuerung ein, das 
Steueipotential an die Basiselektxoden aller Tran- 
sistoren gkjchzejtjg anschaltender gemeinsamer 
Schaher (S in Fig. 3 und 4) vorgesehen ist. 

5. Transistonchalter nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die einzeinen Basisdektro- 
den, die mit don gemeinsamen Schalter (5 in 
Fig. 3 und 4) verbunden sind, durch Dioden ge- 
gencinander entkoppelt sind 

In Betracht gazogene Druckscbriften: 
Deutsche Auslegeschrift Nr, 1 020 673. 



Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 



CO 



m 

O 
O 



©209 637/319 $.62 



ZSICBiroHGSN BIATT1 AVSGABBTAO: 23. AUGUST 1962 



U 



DAS 1135040 
ku21s» 36/18 

OCEBBNAX.KL. H 03k 




Tn 




n 



*8n 



U i 



RdfU %2n Fig . 2 



27* 



/?50 



